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 المطوّر حدٌثًا: تقلٌل فقد الطاقة من خلال استخدام الهٌكل ٢الشكل 

 

المطوّرة  SiC-MOSFET: منظر لمقطع عرضً من وحدة ١الشكل 

 حدٌثًا
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 تطور جهاز طاقة من كربيد السليكون  Mitsubishi Electricشركة 

(SiCبكفاءة طاقة قياسية ) 

سٌساعد على تحسٌن الموثوقٌة وكفاءة الطاقة لمعدات إلكترونٌات الطاقة المستخدمة فً مجالات تتراوح من الأجهزة الإلكترونٌة 

 الآلات الصناعٌةالمنزلٌة إلى 

 

( أنها قد طورت جهاز طاقة ٦٥٥٣)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٣١٢٢سبتمبر  ٣٣طوكيو، 

ٌُعتقد أنها الأعلى على مستوى العالمSiCمن كربٌد السلٌكون ) ( بكفاءة طاقة 
*

فً جهاز من هذا النوع. تم تصمٌم الوحدة المطوّرة حدٌثًا لٌتم  

سٌن تركٌبها فً وحدات الطاقة ولا تتطلب دائرة حماٌة عالٌة السرعة لقطع الإمداد فً حالة اكتشاف تٌار زائد. سٌساعد الجهاز الجدٌد على تح

ة واسعة من التطبٌقات مثل الأجهزة الإلكترونٌة المنزلٌة والآلات الموثوقٌة وكفاءة الطاقة لمعدات إلكترونٌات الطاقة المستخدمة فً مجموع

 الصناعٌة والعملٌات التشغٌلٌة للسكك الحدٌدٌة.

 

ٌُعد الأعلى على مستوى العالم بٌن Mitsubishi Electric* وفقًا لبحث شركة  ، وقت صدور هذا الإعلان، فإن تقٌٌم كفاءة الطاقة بجهاز كربٌد السلٌكون الجدٌد 

 مٌكرو ثانٌة. ٨فولت مع وقت دارة قصر ٌتجاوز  ١٢٥٥زة الطاقة من فئة أجه

 

لجهاز كربٌد السلٌكون الجدٌد فً المؤتمر الدولً المتعلق بكربٌد السلٌكون  Mitsubishi Electricتم الكشف للمرة الأولى عن تطوٌر شركة 

 .٢٥١٢سبتمبر،  ٢٢حتى  ١٢، الذي عُقد فً العاصمة واشنطن فً الفترة من (ICSCRM 2017) ٢٥١٢والمواد ذات الصلة لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى النص الإنجلٌزي الأصلً للحصول على إن هذا النص ترجمة للنص الإنجلٌزي الرسمً لهذا الإصدار الجدٌد، وقد تم 

 التفاصٌل و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى الإصدار الإنجلٌزي الأصلً.

 MITSUBISHI ELECTRICشركة 

 قسم العلاقات العامة
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 
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لمصنوعة إن الموثوقٌة والكفاءة الفائقتٌن للجهاز الجدٌد هما نتٌجة هٌكل مصدر جدٌد مسجل الملكٌة. ففً ترانزستورات تأثٌر المجال التقلٌدٌة ا

، تتكون منطقة المصدر من منطقة واحدة. وبالرغم من ذلك، MOSFET، المعروفة بوحدات أشباه الموصلات ذات الأكسٌد المعدنًمن 

لة على التوالً فً وحدة  Mitsubishi Electricفقد قدمت شركة  منطقة إضافٌة فً منطقة المصدر للتحكم بمقاومة المصدر الموصَّ

SiC-MOSFET  تقع نتٌجة دوائر القصر. ونتٌجة (. وٌؤدي استعمال هذا الهٌكل إلى الحد من تدفقات التٌار الزائد الت١)راجع الشكل ً

لذلك، وبناءً على وقت دارة القصر العام المستخدم لأجهزة أشباه الموصلات للطاقة المصنوعة من السلٌكون، فإن "المقاومة أثناء توصٌل 

بالمئة  ٢٥لى من بالمئة فً درجة حرارة الغرفة وانخفض فقد الطاقة بنسبة أع ٤٥قد انخفضت بنسبة  SiC-MOSFETالطاقة" فً وحدة 

التقلٌدٌة. SiC-MOSFET(، بالمقارنة مع أجهزة ٢)راجع الشكل 
** 

 
**
خلال ناتج ضرب مساحة  ٌشٌر المصطلح "المقاومة أثناء توصٌل الطاقة" إلى إحدى القٌم الممٌزة لجهاز الطاقة المصنوع من أشباه الموصلات وٌتم التعبٌر عنها من 

بالمئة تم الوصول إلٌها من خلال  ٤٥ومة أثناء توصٌل الطاقة" مع تقلٌل حجم الجهاز أو انخفاض مقاومته. إن القٌمة البالغة . تنخفض "المقامقاومتهفً الجهاز 

 فولت. ١٢٥٥التقلٌدٌة الخاصة بنا التً تدعم  SiC-MOSFETمقارنة "المقاومة أثناء توصٌل الطاقة" فً الجهاز الجدٌد بنظٌرتها فً وحدة 

 

ط بتطبٌق التقنٌة عبر وحدات  بة  SiC-MOSFETٌسمح تصمٌم الدائرة المُبسَّ التً تدعم قٌم فولتٌة مختلفة. ٌتم استخدام تقنٌة دائرة مُجرَّ

الحالٌة دون الحاجة  SiC-MOSFETومُختبرة لحماٌة مكونات السلٌكون من التلف فً حالة حدوث دوائر قصر وٌمكن تطبٌقها على وحدات 

 .SiC-MOSFETل. ٌضمن ذلك سهولة تنفٌذ وظٌفة الحماٌة فً معدات إلكترونٌات الطاقة التً تستخدم وحدات إلى أي تعدٌ

 

 التطوير المستقبلي

ا من عام  Mitsubishi Electricستعمل فرق التطوٌر فً شركة  ًٌ  .٢٥٢٥على مواصلة تحسٌن الجهاز الجدٌد بهدف جعله متاحًا تجار

 
 معلومات عامة

تُعد أجهزة الطاقة المصنوعة من أشباه الموصلات مكونات أساسٌة فً معدات إلكترونٌات الطاقة المستخدمة فً مجموعة واسعة من التطبٌقات 

كفاءة طاقة بتقٌٌمات  Mitsubishi Electricمثل الأجهزة الإلكترونٌة المنزلٌة والآلات الصناعٌة وقطارات السكك الحدٌدٌة.  تحقق شركة 

كأجهزة طاقة مصنوعة من أشباه الموصلات تلبٌةً لمتطلبات كفاءة الطاقة العالٌة وتصغٌر  SiC-MOSFETعالٌة من خلال استخدام وحدات 

 الحجم التً تُعد ضرورٌة فً تلك المجالات.

 

من التٌار الزائد داخل أجهزة الطاقة المصنوعة من أشباه ٌمكن أن تتسبب دوائر القصر فً معدات إلكترونٌات الطاقة فً حدوث تدفقات كبٌرة 

ٌُشٌر "وقت دارة القصر" إ لى الموصلات، مما قد ٌؤدي إلى تلف الجهاز أو تعطله. ولمنع حدوث ذلك، ٌلزم قطع التٌار الزائد بأسرع ما ٌمكن. 

أقل من نظٌرتها فً الجهاز المصنوع  SiC-MOSFETومة المدة الزمنٌة التً ٌمكن للجهاز أن ٌتحمل خلالها أي تٌار زائد. ونظرًا لأن مقا

من  SiC-MOSFETمن السلٌكون، فمن المُرجح أن ٌكون التٌار الزائد كبٌرًا، مما قد ٌؤدي إلى تقلٌل وقت دارة القصر. ولحماٌة وحدات 

وٌتحقق ذلك عادة من  لمصنوع من السلٌكون.التلف، ٌلزم قطع التٌار الزائد فً هذه الأجهزة على نحو أسرع مما هو علٌه الحال فً الجهاز ا

 .SiC-MOSFETخلال تضمٌن دوائر حماٌة خاصة فً وحدات 

 

وبالإضافة إلى ذلك، ٌلزم تحقٌق توازن بٌن وقت دارة القصر و"المقاومة أثناء توصٌل الطاقة". فوقت دارة القصر الطوٌل ٌتطلب مقاومة 

 قة. ومن ثم هناك حاجة منذ فترة طوٌلة إلى إجراء تحسٌنات لتحقٌق هذا التوازن المنشود.عالٌة أثناء توصٌل الطاقة وحجمًا كبٌرًا للرقا
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ومن أجل ذلك، فإن هٌكل جهاز الطاقة المطوّر حدٌثًا المصنوع من كربٌد السلٌكون ٌحد من تٌار دارة القصر من خلال المقاومة المتزاٌدة 

قصر، وٌحافظ فً الوقت ذاته على بقاء "المقاومة أثناء توصٌل الطاقة" عند مستوٌات الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة الناجم عن دارة ال

ة". منخفضة فً درجات حرارة التشغٌل العادٌة. ومن ثم ٌمكن لهذه التقنٌة تحسٌن التوازن بٌن وقت دارة القصر و"المقاومة أثناء توصٌل الطاق

المزودة بالهٌكل المطوّر حدٌثًا ٌمكنها توفٌر الموثوقٌة العالٌة وكفاءة الطاقة العالٌة والحجم  SiC-MOSFETونتٌجة لذلك، فإن وحدة 

 المُصغر فً آنٍ واحد.

 

 التفاصيل

 تحقٌق مستوى عالٍ من الموثوقٌة والكفاءة من خلال هٌكل مصدر جدٌد (1

 هٌكل مصدر ٌتكون من جزأٌنمن خلال استخدام  SiC-MOSFETتم تطوٌر هٌكل جدٌد للتحكم بمقاومة المصدر فً وحدة 

مختلفٌن. ومع مستوٌات متماثلة من "المقاومة أثناء توصٌل الطاقة"، فإن الجهاز الجدٌد ٌسمح بقطع التٌارات الكبٌرة الناتجة عن دوائر 

 القصر التً قد تتسبب فً تعطل الجهاز مما ٌؤدي إلى زٌادة وقت دارة القصر فً الجهاز.

 

لى وقت دارة القصر العام المستخدم لأجهزة أشباه الموصلات للطاقة المصنوعة من السلٌكون، فإن "المقاومة أثناء توصٌل وبناءً ع

بالمئة من نظٌرتها فً أجهزة أشباه الموصلات للطاقة العادٌة المصنوعة من السلٌكون وأقل  ٦٥الطاقة" فً الجهاز الجدٌد أقل بنسبة 

 (.٣المزودة بهٌكل تقلٌدي )راجع الشكل  SiC-MOSFETا فً وحدة بالمئة من نظٌرته ٤٥بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبسيط تصميم الدائرة (2

فً مجال معدات إلكترونٌات الطاقة، ٌسمح وقت دارة القصر الطوٌل بتصمٌم دائرة أقل تعقٌدًا، مما ٌعزز الموثوقٌة. ٌمكن استخدام  

ر حدٌثًا فً وحدات  التً تدعم فولتٌات صد متنوعة وٌمكن تشغٌله بسهولة مع دوائر الحماٌة من قصر  SiC-MOSFETالجهاز المطوَّ

 دمة فً أجهزة أشباه الموصلات للطاقة المصنوعة من السلٌكون.الدارة الحالٌة المستخ

 

### 

 : "المقاومة أثناء توصٌل الطاقة" عند درجة حرارة الغرفة مقابل وقت دارة القصر٣الشكل 
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 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعامًا من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٠٥مع أكثر من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة والإلكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات ٦٥٥٣ ًٌ ( شركة رائدة عالم

 والاتصالات وتنمٌة الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعٌة والإلكترونٌات الاستهلاكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل 
 دات البناء. ومن خلال تبنً روح عبارة الشركة، التغٌٌر نحو الأفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة ومع

Mitsubishi Electric  لتكون شركة صدٌقة للبٌئة لإثراء المجتمع بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة حجم مبٌعات إجمالٌة للمجموعة
.للحصول على مزٌد من ٢٥١٢مارس  ٣١ملٌار دولار أمرٌكً*( فً السنة المالٌة المنتهٌة فً  ٣٢،٨ملٌار ٌن ) ٤،٢٣٨،٦بمقدار 

ٌُرجى زٌارة:  المعلومات، 
http://www.MitsubishiElectric.com 

 ٢٥١٢مارس  ٣١ٌن للدولار الأمرٌكً، سعر الصرف معطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العملات الأجنبٌة فً  ١١٢*بسعر صرف 

 


